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Patentansprtiche 




y^J Elektronische Schaltungsvorrichtung mit einem 

Film aus wSrmebestandigem und flexiblem Kunstharz, auf dessen 



einer OberflSche sich ein spezielles Muster aus Verdrahtungs lei- 
tern befindet und der wenigstens eine Halbleitervorrichtung halt, 
dadurch gekennzeichnet , daB die Halbleitervor- 
richtung (19) mit ihrer HauptflSche mittels einer Befestigungs- 
schicht (17) auf der anderen OberflSche des Harzfilms (16) be- 
festigt ist, dafi der Harzfilm (16) einen Versteif ungsrahmen (24) 
auf der anderen Oberf lSche aufweist sowie eine bestimmte Anzahl 
Durchgangsldcher (32) mit schrSger Wand (35,36) , deren grSBerer 
Durchmesser auf der einen und deren kleinerer Durchmesser auf 
der anderen OberflMche des Harzfilms (16) liegt, und dafi bestimm- 
te Elektroden (2o) auf der Hauptfiache der Halbleitervorrichtung 
(19) mit bestimmten Teilen der Verdrahtungsleiter (22) mittels 
Metallschichten, die sich durch die Durchgangsl6cher mit der 
schrSgen Wand hindurch erstrecken, verbunden sind. 

2. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach 

Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB der Versteif ungsrahmen 
aus Metal 1 besteht und durch wenigstens ein Durchgangsloch mit 
schrSger Wand, dessen grSBerer Durchmesser auf der einen und 
dessen kleinerer Durchmesser auf der anderen OberflMche des Harz- 
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films liegt, mit dem Verdrahtungsleiter elektrisch verbunden 1st. 

3. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach An- 
spruch 1 Oder. 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Versteif ungs- 
rahmen die Halbleitervorrichtung umgibt. 

4. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , daB wenigstens 
ein anderes elektronisches Teil mittels einer Befestigungsschicht 
auf der anderen OberflSche des Harzfilms befestigt ist und daB 
bestimmte Elektroden des elektrischen Teils mit einem bestimmten 
Teil der Verdrahtungsleiter mit Hilfe von Metallschichten verbun- 
den sind, die sich durch Durchgangslocher mit schrager Wand, die 
in dem Harzfilm gebildet sind, erstrecken. 

5. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens 

ein anderes elektrisches Teil Uber wenigstens einen elastischen 
Leiter mit den Leitern auf dem Harzfilm elektrisch verbunden 1st. 

6. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Harzfilm 
wenigstens einen Leiterblock aufweist, mit dem wenigstens ein 
anderes elektrisches Teil elektrisch und mechanisch verbunden ist. 

7. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
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der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Harzfilm 
ttber den Verdrahtungsleitern wenigstens einen weiteren Verdrah- 
tungsleiter aufweist vind daB zwischen diesen eine Isolierschicht 
angeordnet ist. 

8> Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 

der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzelchnet, daB wenigstens ein 
weiterer Verdrahtungsleiter (63) vorgesehen ist, der sich von der 
entgegengesetzten OberflSche der Halbleitervorrichtung zur anderen 
OberflSche des Harzfilms erstreckt, und daB der weitere Verdrah- 
tungsleiter mit den bereits genannten Verdrahtungsleitern mit 
Hilfe von Metal Is chichten verbunden ist, die sich durch im Harz- 
film gebildete Durchgangsl6cher mit schrager Wand erstrecken. 

9> Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einero 

der AnsprUche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Halbleiter- 
vorrichtung durch eine Schutzschicht (23,53) bedeckt ist. 

1o# Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 

der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Befesti- 
gungsschicht aus f luoriertem Athylenpropylen und Epoxyharz ausge- 
wahlt ist. 

11# Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 

der Anspruche 1 bis 1o, dadurch gekennzeichnet, daB der Harzfilm 
' ausgewahlt ist aus einem Polyimidf ilm, einem Polyamidfilm und 
einem Polyesterfilm, 
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12. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach An- 

■ spruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB der Versteifungsrahmen aus 
Metall besteht und durch wenigstens ein Durchgangsloch mit schra- 
ger Wand, dessen groflerer Durchmesser auf der einen und dessen 
kleinerer Durchmesser auf der anderen Oberfiache des Harzfilms 
liegt, mit dem Verdrahtungsleiter elektrisch verbunden ist. 

13. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach An- 
spruch 11 Oder 12, dadurch gekennzeichnet, daB der Versteifungs- 
rahmen die Halbleitervorrichtung umgibt. 

14. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
der Ansprttche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens 
ein weiteres elektrisches Tell mit Hilfe einer Befestigungsschicht 
auf der anderen Oberfiache des Harzfilms befestigt ist und daB 
bestimmte Elektroden des elektrischen Tells mit einem bestimmten 
Teil der Verdrahtungsleiter mit Hilfe von Metallschichten verbun- 
den sind, die sich durch im Harzfilm gebildete Durchgangsldcher 
mit schrSger Wand erstrecken. 

15. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
der Ansprttche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens 
ein anderes elektrisches Teil Qber wenigstens einen elastischen 
Leiter mit Leitern auf dem Harzfilm elektrisch verbunden ist. 
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16. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
der Ansprtiche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB der Harzfilm 
wenigstens einen Leiterblock aufweist, mit dem wenigstens ein 
anderes elektrisches Teil elektrisch und mechanisch verbunden 1st. 

17. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
der Ansprtiche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB der Harzfilm 
tiber den Verdrahtungs lei tern wenigstens einen weiteren Verdrahtungs 
leiter aufweist und dafl zwischen diesen eine Isolierschicht ange- 
ordnet ist. 

18. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
der Ansprtiche 11 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens 
ein weiterer Verdrahtungs leiter gebildet ist, der sich von der 
entgegengesetzten OberflSche der Halbleitervorrichtung zur ande- 
ren OberflSche des Harzfilms erstreckt # und daB der weitere Ver- 
drahtungsleiter mit den bereits genannnten Verdrahtungsleitern 
mit Hilfe von Metallschichten verbunden ist, die sich durch im 
Harzfilm gebildete DurchgangslQcher mit schrager Wand erstrecken. 

19. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
der Ansprtiche 11 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB die Halblei- 
tervorrichtung mit einer Schutzschicht bedeckt ist. 

20. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 
der Ansprtiche 11 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB die Befesti- 
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gungsschicht ausgewShlt ist aus fluoriertem Xthylenpropylen und 
Epoxyharz • 

21 • Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 

der Anspriiche 1 bis 2o, dadurch gekennzeichnet, dafl eine Fliissig- 
kristallanzeigevorrichtung mit dem Harzfilm derart verbunden ist, 
daB deren Elektroden mit bestimmten Teilen des VerstSrkungsrahmens 
verbunden sind. 

22 • Elektronische Schaltungsvorrichtung nach einem 

der Anspriiche 5 bis 2o, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens 
eines der weiteren elektrischen Telle eine Fltissigkristallanzeige- 
vorrichtung ist, die eine elastische Leiter aufweisende Verbin- 
dungseinrichtung aufweist. 

23 • Elektronische Schaltungsvorrichtung 

mit einem Harzfilm aus w&rmebestHndigem und 
flexiblem Kunstharz mit wenigstens einer Halbleitervorrichtung, 
deren Hauptfiache Elektroden aufweist, die mit Hilfe einer zwi- 
schen der Halbleitervorrichtung und dem Harzfilm angeordneten 
Befestigungsschicht auf einer OberflSche des Harzfilms befestigt 
sind, wobei der Harzfilm eine bestimmte Anzahl von Verdrahtungs- 
leitern auf der anderen Oberf lache aufweist und wobei der Harz- 
film und die Befestigungsschicht eine bestimmte Anzahl gemeinsamer 
Durchgangslocher aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dafi jedes der 
Durchgangsl6cher (18) eine schrSge Wand aufweist, derart, daB der 
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gr6Bere Durchmesser auf der anderen OberflSche des Harzfilms (16) 
und der kleinere Durchmesser auf der Befestigungsschicht (17) 
liegt, daB der Harzfilm (16) SuBere ZufUhrungsleiter (122) auf- 
weist r die auf dessen anderer OberflSche gebildet sind, daB die 
SuBeren ZufUhrungsleiter sich von bestimmten Positionen auf dem 
Harzfilm aus erstrecken, ttber den Umfang des Harzfilms um eine 
bestimmte LHnge hinausragen und mit bestimmten Elektroden (2o) 
der Halbleitervorrichtung (19) mit Hilfe von Metallschichten ver- 
bunden sind, die sich durch die DurchgangslScher hindurch er- 
strecken. 

24. Verfahren zur Herstellung einer elektronischen 

Schaltungsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daB 

eine erste fttzmaske mit einem bestimmten Muster 
auf einem ersten Harzfilm eines aus einem ersten und einem zweiten 
Harzfilm zusammengesetzten Harzfilms erzeugt wird r wobei der erste 
Harzfilm und der zweite Harzfilm durch unterschiedliche fttzmittel 
atzbar sind, 

der erste Harzfilm unter Benutzung der ersten 
Xtzmaske selektiv geStzt wird, so daB Ausnehmungen oder LOcher 
erzeugt werden, 

wenigstens eine Halbleitervorrichtung auf dem 
zweiten Harzfilm an dem Teil befestigt wird, an welchem die Aus- 
nehmungen oder L6cher auf der entgegengesetzten Seite des zusam- 
mengesetzten Harzfilms gebildet sind, und zwar unter Verwendung 
des zweiten Harzfilms als Bef estigungsschicht, 

der erste Harzfilm an den Teilen, die nicht 
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von der Atzmaske bedeckt sind, und der aufgrund der Ausnehmungen 
Oder LScher freiliegende Teil des zweiten Harzfilms mittels Plas- 
mafitzens geStzt werden, so dafl DurchgangslScher erzeugt werden, 
die eine schrSge Wand mit einem abgerundeten Umfangsteil' aufwei- 
sen, 

und ein ein bestimmtes Muster aufweisender 
Verdrahtungsleiter aus einer Metallschicht auf dem ersten Harz- 
film gebildet wird, der sich in den DurchgangslSchern fortsetzt, 
wodurch bestimmte Teile der Halbleitervorrichtung und des Ver- 
drahtungsleiters elektrisch verbunden werden. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der zusammengesetzte Harzfilm einer PlasmaStzung 
unter Verwendung der Halbleitervorrichtung als Xtzmaske unter- 
zogen wird, 

26. Elektronische Schaltungsvorrichtung mit einem 
Harzfilm aus warmebestSndigem und flexiblem Kunstharz, der auf 
seiner einen OberflSche Verdrahtungsleiter mit einem bestlmmten 
Muster aufweist und wenigstens eine elektronische Vorrichfcung 
halt, dadurch gekennzeichnet, dafl die elektronische Vorrichtung 
durch Befestigen ihrer HauptflSche mit Hilfe einer Befestigungs- 
schicht auf der anderen * Oherf lSche des Harzfilms festgehalten 
ist, daB der Harzfilm einen auf seiner anderen Oberf lSche gebil- 
deten VerstSrkungsrahmen aufweist sowie eine bestimmte Anzahl 
Durchgangsiacher mit schrSger Wand, wobei die grSBeren Durch- 
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roesser der Durchgangsldcher auf der einen und deren kleinere 
Durchmesser auf der anderen OberflSche des Harzfilms liegen, 
und daB bestimmte Elektroden auf der HauptflSche der elektroni- 
schen Vorrichtung mit bestimmten Teilen der Verdrahtungsleiter 
mit Hilfe von Metallschichten verbunden sind, die sich durch die 
DurchgangslScher rait schrSger Wand erstrecken. 

27. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach An- 
spruch 26, dadurch gekennzelchnet, dafi der Harzfilm ausgewShlt 
ist aus einem Polyimidf ilm, einem Polyamidfilm und einem Poly- 
ester film. 

28. Elektronische Schaltungsvorrichtung nach An- 
spruch 26 Oder 27, dadurch gekennzeichnet , dafi die Bef estigungs- 
schicht ausgewShlt ist aus fluoriertem Xthylenpropylen und Epoxy- 
harz • 
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Die Erfindung betrifft elektronische Schaltungsvorrichtungen mit 
wenigstens einer elektronischen Vorrichtung sowie ein Verfahren 
zur Herstellung solcher elektronischer Schaltungsvorrichtungen. 

Ein Beispiel einer bekannten elektronischen Schaltungsvorrichtung 
mit einer oder mehreren Halbleitervorrichtungen, wie einer oder 
mehreren integrierten Schaltungen (IC) , ist ger?aB Fig. 1 aufgebaut. 
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Dabei sind in mehreren Schichten angeordnete Verdrahtungsleiter- 
schichten 2 und 3 unter Verwendung einer Technologie fUr ge- 
druckte Schaltungen auf einer Seite eines Keramiksubstrats 1 
gebildet. Die Verdrahtungsleiter 2 und 3 sind mit Hilfe einer 
isolierenden Schicht 4, beispielsweise aus Si0 2 , isoliert. Halb- 
leitervorrichtungen 5,5, wie IC's,sind auf das Keramiksubstrat 1 
gebondet, und Elektroden 6 r 6 der Halbleitervorrichtungen 5,5 sind 
mittels der bekannten Dr ah tbond technologie durch dtinne Aluminium- 
drShte 7 mit den Verdrahtungsleitern 2 oder 3 verbunden. Da ein 
solches fierkSmmliches Beispiel gemSB Fig, 1 viele Bondpunkte 
(Befestigungspunkte) aufweist und diese einer nach dem anderen 
gebondet werden mtissen, erfordert die Herstellung viele Arbeits- 
schritte und einen groBen Zeitaufwand ftir das Bonden (Bef estigen 
der DrShte) . Da das Bonden der Drahte 7,7 Punkt fur Punkt erfolgt, 
ist die ZuverlSssigkeit nicht zufriedenstellend. Da das Keramik- 
substrat teuer ist, wird die resultierende Vorrichtung ebenfalls 
teuer. Bei der Formgebung des Substrats muB ferner berlicksichtigt 
werden, daB das Verdrahtungsleitermuster und die Anordnung der 
Halbleitervorrichtungen 5,5 derart sein mtissen, daB die LSngen 
der BonddrShte 7,7 kurz werden. Folglich ist die Wahrscheinlich- 
keit groB, dafi das Substrat aufgrund einer solchen BeschrSnkung 
groB wird. 

Fig. 2 zeigt ein weiteres Beispiel einer eine oder mehrere Halb- 
leitervorrichtungen aufweisenden elektrischen Schaltungsvorrich- 
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tung, die entsprechend der FilmtrSgertechnologie hergestellt 1st; 
ein reprSsentatives Beispiel der FilmtrSgertechnologie 1st die 
(von der General Electric Company, USA) sog. Mini-Mod-Technolo- 
gie. Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht eines Teils der elektroni- 
schen Schaltungsvorrichtung, und zwar lSngs der Schnittlinie A-A 
in Fig, 2. Bei der FilmtrSgertechnologie kann die elektronische 
Schaltungsvorrichtung durch gleichzeitiges Bonden vieler Beam- 
leads (Flachanschlttsse, TrSgeranschltisse) auf die entsprechend en 
i 

Elektroden auf der Halbleitervorrichtung ohne zeitraubendes Bonden 
der Reihe nach hergestellt werden. Die Beam-leads werden auf einem 
Polyimidfilra gebildet, indem der Polyimidfilm mit einer Cu-Schicht 
bedeckt und anschliefiend mit Hilfe der Photolithographie ein 
selektives Atzen durchgefiihrt wird. Auf diese werden die Elektro- 
den eines LSI (integrierte Schaltung hohen Integrationsgrades) mit 
Hilfe thermischen Kompressionsbondens befestigt. Fig. 2 zeigt 
einen Teil einer elektronischen Schaltungsvorrichtung mit mehreren 
Halbleitervorrichtungen 14, 14,. und zwar entsprechend der Film- 
trSgertechnologie, angewendet auf ein LSI mit vielen Kontaktie- 
rungsflecken. In Fig, 2 besitzt ein Polyimidfilm 8 eine festge- 
legte Anzahl Offnungen 9,9. Beam-leads 1o, ... sind unter Ver- 
wendung einer Xtztechnologie derart hergestellt worden, daB sie 
sich von der OberflSche des Polyimidf ilms 8 in die Offnungen 9,9 
erstrecken, und die Beam-leads 1o,1o bilden Telle erster Ver- 
drahtungsleiter. Dann wird auf dem Polyimidfilm 8 und auf den 
ersten Verdrahtungs lei tern 1o,1o eine Isolierschicht 11 mit einem 
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spe2iellen Muster erzeugt, und auf der Isolierschicht 11 werden 
zweite Verdrahtungsleiter 12, . .. gebildet. Bestinunte der ersten 
Verdrahtungsleiter 1o, . und bestinunte der zweiten Verdrahtungs- 
leiter 12, ...werden durch Metallschichten eines Teils der zwei- 
ten Verdrahtungsleiter, welche die ersten Verdrahtungsleiter 
1o, ... durch L8cher 13, ... erreichen, verbunden. In den Off- 
nungen 9,9 werden Halbleitervorrichtungen 14,14 gehalten, indem 
die Beam-leads 1o, ... auf die Elektroden 15, ... der Halbleiter- 
vorrichtungen 14,14 gebondet werden. 

Die eriauterte PilmtrSgertechnologie ist mangelhaft, wenn eine 
groBe Anzahl von Halbleitervorrichtungen 14, ... auf einen Poly- 
imidfiltn 8 gebondet wird. Denn deren gleichzeitiges Bonden mit 
hoher Genauigkeit und hoher ZuverlSssigkeit ist schwierig, und 
eine Haltevorrichtung oder Lehre ftir das gleichzeitige Bonden ist 
kompliziert. Da Polyimidharz sehr teuer ist, ist der bei der Film- 
trSgertechnologie verwendete herk6mmlich dicke (etwa 125 juh) 
Kunststoffilm 8 sehr teuer. Da die Verdrahtungsleiter durch eine 
recht dicke (etwa 35 yun) Kupferschicht gebildet sind, ist es 
schwer, ein sehr f eines Verdrahtungsleitermuster zu erhalten. 
Da die Beam-leads 1o, ... LMngen besitzen, die jenen der diinnen 
DrShte bei der Drahtbondtechnologie vergleichbar sind, ist es 
schwierig, das Substrat aus dem Polyiroidf ilm 8 genUgend klein 
zu machen. Da es die FilmtrSgertechnologie Uberdies erfordert, 
daB die Halbleitervorrichtung Elektroden besitzt, die fiir das 
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Bonden mit den Beam- leads an deren Umfangsteil angeordnet sind, 
1st ftir die Halbleitervorrichtung eine spezielle Anordnung des 
Elektrodenmusters erforderlich. Da die WSrme der Halbleitervor- 
richtung nur durch die Beamr-leads iibertragen wird, ist die warme- 
ableitung der Vorrichtung nicht ausreichend, SchlieBlich ist die 
Filmtragertechnologie nicht dafiir geeignet, elektronische Vor- 
richtungen anzubringen, die schwerer als Halbleitervorrichtungen 
sind r da das Gewicht einer solchen Vorrichtung lediglich von den 
Beam-leads getragen wird. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Dichte der Ver- 
drahtung einer elektronischen Schaltungsvorrichtung zu erhShen 
und dadurch deren Abmessungen zu verringern. Weiterhin soil die 
erforderliche Menge teuren Materials und die Anzahl Arbeits- 
schritte ftir das Herstellen der elektronischen Schaltungsvor- 
richtung verringert werden. 

Die L6sung dieser Aufgabe besteht in einer Vorrichtung, wie sie 
im Anspruch 1 gekennzeichnet ist, und in einem Verfahren, wie es 
im Anspruch 24 gekennzeichnet ist, Vorteilhafte Weiterbildungen 
dieser LSsungen sind in den iibrigen Ansprtichen gekennzeichnet. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausftihrungsf ormen 
nSher erlSutert. In der Zeichnung zeigen: 
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Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines Teils eines Beispiels 
einer durch eine bekannte Drahtbondtechnologie herge- 
stellten herkSminlichen elektronischen Schaltungsvorrich- 
tung;. 

Fig, 2 eine Draufsicht auf einen Teil einer Vorrichtung, die 
durch Kombinieren der FilmtrHgertechnologie und einer 
bekannten Mehrschichtverdrahtungstechnologie hergestellt 
worden ist; 

Fig. 3 eine Querschnittsansicht ISngs der Schnittebene A-A in 
Fig. 2; 

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Beispiel einer erf indungsgemMBen 
elektronischen Schaltungsvorrichtung; 

Fig. 5 eine Querschnittsansicht in der Schnittebene I-I der 
Fig. 4; 

Fig. 6 eine Draufsicht auf ein weiteres Beispiel einer erfin- 
dungsgemaBen elektronischen Schaltungsvorrichtung, die 
einen Shnlichen Aufbau wie die der Fig. 4 aufweist, je- 
doch mehr Halbleitervorrichtungen besitzt? 

Fig. 7 (a) bis (i) Querschnittsansichten zur Darstellung ver- 
schiedener Schritte eines Herstellungsverfahrens fUr 
ein Beispiel einer erfindungsgemSBen elektronischen 
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Schaltungsvorrichtung; 

Pig, 8 (a) bis (f) Querschnittsansichten zur ErlSuterung ver- 

schiedener Schritte eines Beispiels eines Herstellungs- 
verfahrens fttr eine andere Ausftihrungsform einer er- 
findungsgemSBen elektronischen Schaltungsvorrichtung; 

eine Querschnittsansicht eines weiteren Beispiels einer 
erfindungsgemSBen elektronischen Schaltungsvorrichtung; 

eine Querschnittsansicht eines weiteren Beispiels einer 
erfindungsgemSBen elektronischen Schaltungsvorrichtung; 

(a) eine f ragmentarische Perspektivansicht eines weiteren 
Beispiels einer erf indungsgem&Ben elektronischen Schal- 
tungsvorrichtung; 

(b) eine Querschnittsansicht langs der Schnittlinie II-II 
in Fig* 11 (a) ; 

Fig, 12 (a) eine Perspektivansicht eines Beispiels eines Metall- 

rahmens, der als VerstSrkung verwendet wird und auf einer 
FlSche eines wSrmebestSndigen und flexiblen Kunststoff- 
films befestigt wird; 

Fig. 12 (b) eine Perspektivansicht eines wSrmebestSndigen und 
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flexiblen Kunststof films mlt dem Metallrahmen nach Pig. 
12 (a), der auf der unteren Oberflache des Kunsts toff- 
films befestigt ist; 

Pig. 12 (c) eine Perspektivansicht einer halbfertig gestellten 
Anordnung rait dem Kunststof film der Fig. 12 (b) und 
einer Zeitanzeigevorrichtung, wobei eine darOberliegende 
Glasplatte lediglich strichpunktiert dargestellt ist; 

Pig. 13 eine Querschnittsansicht eines weiteren erf indungsgema3en 
Beispiels mit einer Fltissigkristallanzeigevorrichtung? 

Pig. 14 eine Querschnittsansicht eines weiteren erf indungsgemaBen 
Beispiels; und 

Pig. 15 (a) bis (d) Schnittseitenansichten zur Darstellung ver- 

schiedener Schritte eines Herstellungsverfahrens fttr ein 
weiteres Beispiel einer Halbleitervorrichtung gem3B vor- 
liegender Erfindung. 

Die vorliegende Erfindung wird nun anhand von Einzelheiten unter 
Bezugnahme auf die Darstellung der Fig. 4 erlSutert, und danach 
werden verschiedene bevorzugte AusfUhrungsformen der vorliegenden 
Erfindung dargestellt. 
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Ein erstes Beispiel wird anhand der Fig. 4, die eine Draufsicht 
auf das erste Beispiel zeigt r und der Fig. 5, die eine Quer- 
schnittsansicht IMngs der Schnittlinie I-I in Fig. 4 zeigt, er- 
lSutert. In den Fig. 4 und 5 kennzeichnet die Bezugsziffer 16 
einen dtinnen Harzfilm aus warmebestSndigem flexiblem Kunststoff . 
Ein bevorzugtes Beispiel 1st ein 1o \xm bis 5o yaa dicker Polyimid- 
film. Ein Polyamidf ilm Oder ein Polyesterf ilm der gleichen Dicke 
kann ebenfalls verwendet werden. Auf der unteren OberflMche des 
Kunststof films 16 ist eine Befestigungsschicht 17 gebildet. FUr 
das Material der Befestigungsschicht 17 wird FEP (fluoriertes 
Athylenpropylen-)Harz oder Epoxyharz bevorzugt. Bei der vorlie- 
genden Erfindung ist es vorteilhaft, aus zwei oder drei Schichten 
zusammengesetzte Folien zu verwenden, die. einen Polyiraidf ilm 
aufweisen sowie einen FEP-Film (und von der E. I. du Pont de 
Nemours and Company in den USA unter der Bezeichnung KAPTON 
auf den Markt gebracht worden sind) . Beispielsweise besitzt 
KAPTON einen Dreischichtenaufbau aus FEP (2,5 pm) -Polyimid(25 pn) - 
FEP (2, 5 pn) . Eine der FEP-Schichten wurde durch Jitzen entfernt, 
urn die Doppelschicht fttr die erf indungsgemafien Zwecke zu erzeugen. 
Die Dicke der Befestigungsschicht 17 liegt im Bereich von 1 bis 
5 pm und sollte sehr dilnn sein. Auf der OberflSche des Harzfilms 
16 ist eine Kupf erschicht durch bekanntes Niederschlagen gebildet 
worden, und eine Verdrahtungsschicht 22 mit elnem spezifischen 
Muster ist erzeugt worden, indem die Kupf erschicht unter Ver- 
wendung einer bekannten Photolithographie selektiv geatzt worden 
ist. Im Harz- oder Kunststof film 16 sind an speziellen Stellen 
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durch beicanntes chemisches Jvtzen mit einer starken AlkaliliJsung 
LOcher gebildet wbrden. Ferner sind durch Verwendung einer Plasma- 
Stzung LOcher in der Bef estigungsschicht 17 erzeugt worden, wo- 
durch durchgehende L6cher 18, die sowohl den Harzfilm 16 wie auch 
die Bef estigungsschicht 17 durchdringen, gebildet worden sind. 
Beim Bilden 0er durchgehenden LScher 18 ist es zu bevorzugen, 
die Liisungskonzentration, die LSsungstemperatur und die Zeit zu 
steuern, damit die WSnde der durchgehenden L6cher 18 eine SchrMge 
mit einem Winkel von 3o° bis 6o° gegentiber der Achse der L6cher 
18 aufweisen. Der Halbleiterchip 19 mit der integrierten Schaltung 
besitzt auf einer OberflSche Elektroden 2o, und die nicht von den 
Elektroden 2o belegten Telle dieser Oberf IMche sind durch eine 
bekannte gewShnliche Schutzschicht 21 aus SiOj, die durch CVD 
(chemische Gasphasenabscheidung) gebildet sind, bedeckt. 

Die Halbleitervorrichtung 19 wird durch thermisches Pressen bei 
36o°C bis 35b°C auf der Bef estigungsschicht 17 befestigt, nachdem 
die Elektroden 2o auf den durchgehenden L5chern 18 positioniert 
worden sind. Da der Harzfilm 16 dtinn und folglich meist trans- 
parent ist, ist die Positionierung leicht. Es ist auch recht 
wirkungsvoll, daB eine Anzahl von Halbleitervorrichtungen 19 
gleichzeitig gebondet Oder befestigt werden kann. 

In der Fig. weist die obere Oberf ISche des Harzfilms 16 das Ver- 
drahtungsschaltungsmuster 22 auf, und auf der entgegengesetzten 
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OberflSche, nSmlich der unteren Oberflache, sind mit Hilfe der 
Befestigungsschicht 17 mehrere Halbleitervorrichtungen 19 , ... 
befestigt. Bei den Verdrahtungsmusterschichten handelt es sich 
um doppelschichtige Metallschichten, wobei die untere, auf dem 
Harzfilm 16 gebildete dttnne Schicht aus Ti Oder Cr und die darOber- 
liegende dickere Schicht aus Cu gebildet ist. Die untere Schicht 
aus Cr Oder Ti dient als Verunreinigungssperrschicht, die verhin- 
dert, daB das darfiberliegende Kupfer durch die Al-Elektroden- 
schicht 2o in die Halbleitervorrichtung 19 diffundiert, und 
gleichzeitig verbessert die untere Cr- odear Ti-Schicht die Haftung 
des Cu-Verdrahtungsleiters 22 auf dem Harzfilm 16, Beispielsweise 
werden die doppelschichtigen Verdrahtungsleiter 22 durch einen 
bekannten Niederschlag gebildet, wobei der Harzfilm 16 eine Tem- 
peratur von 15o bis 25o°C aufweist, und durch ein (folgendes) 
Plattieren, um die Dicke der oberen Cu-Schicht zu erhShen. FUr 
die vorliegende Erfindung bedeutet Niederschlagen eine Methode 
wie Aufdampfen, AufstSuben, nichtelektrolytisches Plattieren und 
Ionenplattieren. Jede der genannten Methoden kann verwendet werden. 
Dann wird die doppelschichtige Leiterschicht unter Verwendung 
der bekannten Photolithographic selektiv geStzt, um ein spezielles 
Verdrahtungsmuster zu bilden. Dieses Verdrahtungsmuster kann durch 
Verwendung einer Metal Imaske erzeugt werden, wenn keine hohe 
Genauigkeit erwartet wird. In diesem Stadium sind die Verdrahtung 
22 und die Elektroden 2o der Halbleitervorrichtung 19 verbunden 
durch die doppelschichtige Metallschicht, die in den durchgehenden 
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LSchern 18 gebildet 1st, die sich durchgehend von dem Verdrahtungs- 
leiter 22 zum Kontaktierungsteil der Elektroden 2o erstrecken. 
Elne Schutzbedeckungsschicht 23 ftir die Halbleitervorrichtung 19 
kann aus Siliconharz oder Epoxyharz bestehen oder aus Metall, 
wenn eine WSrmesenke zur Warmeableitung erwogen wird. Diese Be- 
deckungsschicht 23 mag flir manche PSlle nicht erforderlich sein. 
Auf der unteren Oberfiache des Harzfilms 16, n&ulich der Ober- 
flSche, die jener mit dem Verdrahtungsleiter 22 gegenQberliegt , 
ist ein VersteifungstrBger 24 zum Tragen des Films 16 gebildet. 
Der VersteifungstrSger 24 besteht beispielsyeise aus einem Metall- 
rahmen, und er ist rund urn die Vorrichtung 19 mittels der Befesti- 
gungsschicht 17 befestigt. Die Notwendigkeit fttr die AbschrSgung 
der Wand des durchgehenden Loches ergibt sich, wenn eine elektri- 
sche Verbindung unter Verwendung des durchgehenden Loches 18 zwi- 
schen dem Verdrahtungsmuster 22 und anderen Teilen hergestellt 
wird. Die schrMge Wand, aufgrund welcher die Durchbohrung an der 
oberen OberflSche der Verdrahtung 22 einen grdBeren Durchmesser 
aufweist als auf der entgegengesetzten (unteren) OberflSche des 
Harzfilms 16, ermSglicht die Bildung einer dickeren und zuverlSssi- 
geren Metallschicht durch Niederschlagen und Plattieren in einem 
Umfangsteil der Durchbohrungen 18. Wenn die Neigung der SchrSge 
zu steil ist, entsteht ein Schattenproblem bei der Bildung der 
Metallschicht und auBerdem ein Spaltproblem beim nachfolgenden 
Plattieren. Wenn die SchrSge der Durchbohrung dagegen zu flach 
ist, wird der Durchmesser an der OberflSche des Verdrahtungsleiters 
22 zu groB, wodurch ein Verbindungsproblem mit der benachbarten 
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Wenn bei einem praktischen Beispiel der Erfindung die Halbleiter- 
vorrichtungen 19 auf dem Harzfilm 16 befestigt werden r kann eine 
Anzahl Halbleitervorrichtungen 19 durch die Befestigungsschicht 
17 gleichzeitig befestigt werden. Der bequemste Weg der Befesti- 
gung besteht darin, die Vorrichtungen 19 durch einen Erwarmungs- 
of en zu schicken, wShrend mit einer groBen PreBplatte ein gleicher 
Druck auf eine Anzahl von Vorrichtungen 19 ausgetibt wird, nachdem 
die Halbleitervorrichtungen 19 mittels einer einfachen Lehre 
positioniert worden sind. Wenn der Verdrahtungsleiter 22 durch 
Niederschlagen gebildet ist, werden Verbindungen zwischen den Ver- 
drahtungsleitern 22 und den Elektroden 2o auf den Halbleitervor- 
richtungen 19 durch die Durchbohrungen 18 hindurch erzeugt. 

Entsprechend der erf indungsgemSflen Methode ist die Anzahl der 
Herstellungsschritte im Vergleich zur oben erwShnten FilmtrSger- 
technologie betrachtlich verringert, und die ZuverlMssigkeit ist 
aufierdem erheblich besser. 

Bei dem Verfahren unter Verwendung der FilmtrSgertechnologie ist 
als Film 8 in den Fig. 2 und 3 gev/8hnlich ein recht dicker Poly- 
imidfilm 8 mit einer Dicke von etwa 125 \im verwendet worden - 
Dies deshalb, weil der Film 8 selbst eine ausreichende Starke 
haben muB, urn eine recht dicke Kupferfolie von 35 pm far die 
Verdrahtungsleiter (erste Schicht) und die Beam-leads 1o auf der 
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Oberf ISche des Polyimidf ilms 8 zu tragen, und well der Film mehre- 
re groBe Offnungen 9 fttr die Aufnahme der Halbleitervorrichtungen 
besitzt und zudem noch die Halbleitervorrichtungen 19 mit den 
darauf gebondeten Beam-leads 1o halten muB. Bei dem in den Fig. 
4 und 5 gezeigten erf indungsgemSBen Beispiel sind die Halbleiter- 
vorrichtungen 19 und der Harzfilm 16 mit der Bef estigungsschicht 
17 dazwischen Seite an Seite befestigt, und es existieren keine 
groBen Offnungen, v/elche die Festigkeit des Films 16 beeintrHch- 
tigen, und folglich reicht ein recht dlinner Harzfilm 16 mit einer 
Dicke von 1o bis 5o \m ftir diesen Zweck aus. Dies ermoglicht es, 
die Gesamtdicke der Anordnung noch dlinner zu machen, und Material- 

kosten r die im wesentlichen durch den teuren Polyimidf ilm fUr den 

i" 

Harzfilm 16 verursacht werden, ktfnnen betrachtlich verringert 
werden • 

Die Verdrahtungsleiter 22 des praktischen Beispiels gemSB Fig. 4 
und 5 sind durch Niederschlagen gebildet, dem meist ein anschlie- 
Bendes Plattieren folgt, und ihre Dicke belauft sich auf 2 bis 
15 pm. Die Dicke der Kupferfolie, wie sie bei dem die FilmtrMger- 
technologie verwendenden Verfahren benutzt wird, belMuft sich auf 
eine beachtliche Dicke von 35 jam, und daher wird die Rauhigkeit 
der Oberf lSche der ersten Verdrahtungsleiterschicht groB. Eine 
solche rauhe Oberfl&che der FilmtrSgertechnologie-Vorrichtung 
ftihrt zu dem Problem der Wahrscheinlichkeit, daB am Verbindungs- 
teil mit dem Verdrahtungsleiter 12 der zweiten (darUberliegenden) 
Schicht, d.h. an der Kreuzungss telle von zweitem und erstem Ver- 
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drahtungs letter r eine Unterbrechung auftritt. Dies 1st ein zu einer 
geringen ZuverlSssigkeit ftihrender Mangel einer FilmtrSgertechno- 
logie-Vorrich tung • 

Beim erf indungsgemaBen Beispiel dagegen brauchen die Verdrahtungs- 
leiter 22 das Gewicht der Halbleitervorrichtungen 19 nicht zu tra- 
gen, und deshalb weisen die Verdrahtungsleiter 22 keine mechani- 
sche Starke auf. Deshalb ist es mOglich, die Verdrahtungsleiter 22 
aus dttnnen Metallschichten zu bilden. Der MetalltrSger fttr die Ver- 
steifung, d.h. der Metallrahmen 24, erstreckt sich zu Umfangsteilen 
des Harzfilms 16, wie es Pig, 4 zeigt. Der Zweck dieses TrMgers 
ist es, den Harzfilm 16 zu versteifen und dessen KrOinmung oder 
Verwerfung zu verhindern. Wenn die Filmfiache grofi ist, sollte sich 
der Rahmen vorzugsweise zu den Mittelteilen erstrecken, urn den 
Umfang der Halb lei tervorrich tung 19 zu umgeben, wie es durch Pig. 4 
gezeigt ist. 

Wenn der Metallrahmen 24 so konstruiert ist, daB er die Halbleiter- 
vorrichtung 19 umgibt, fQhrt dies nicht nur zu einer Versteifung 
des Harzfilms 16, sondern der Metallrahmen hat auch die Wirkung 
einer Barriere gegen Spritzer eines geschmolzenen Harzbreis, der 
vorzugsweise zur dauernden Bedeckung der Halbleitervorrichtungen 
19 und benachbarter Telle aufgetragen wird, urn eine Schutzschicht 
23 zu erzeugen. Die Dicke des versteif enden Metallrahmens 24 
reicht vorzugsweise von 3o jam bis 5oo pm, und bevorzugtes Material 
flir den Metallrahmen 24 ist Cu, rostfreier Stahl oder Fe. 
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Die Auswahl des Materials hMngt vom Verdrahtungsmaterial ab. Wenn 
es sich bei dem Material ftir den Verdrahtungsleiter 22 beispiels- 
weise urn Cu handelt und das Verdrahtungsmuster durch Photolitho- 
graphic und Xtzen gebildet wird, muB man ein Metallmaterial wie 
rostfreien Stahl verwenden, der bestSndig gegenQber der FeCl 3 -Ld- 
sung ist, die als fttzlSsung ftir den Cu- Verdrahtungsleiter 22 be- 
nutzt wird, 

Wenn ein dtinner Metallrahmen 24 verwendet wird, werden zwischen 
dem Film 16 und dem Metallrahmen 24 beim Bef estigungsvorgang keine 
Blasen eingeschlossen, und die Befestigung ist sehr stark. Auch 
kann ein dtinner Rahmen in kurzer Zeit leicht auf eine Platte mit 
einer gedruckten Schaltung geldtet werden, da ein solcher dunner 
Rahmen keine unnotig groBe WarmekapazitSt aufweist. 

Fig. 6 zeigt ein abgewandeltes Beispiel der voriiegenden Erfindung, 
bei dem sich mehr als eine Halbleitervorrichtung 19 auf dem Harz- 
film 16 befinden, wahrend die Grundstruktur derjenigen der Fig. 4 
und 5 ahnelt. Ftir dlesen Fall kdnnen die gleichen Wirkungen er- 
wartet werden wie sie ftir den in den Fig. 4 und 5 dargestellten 
Fall erlSutert worden sind. 

Als TrSger 24 sind auch isolierendes Harz, Keramik usw. verwendbar. 
Wie zuvor beschrieben, kann bei den Fig. 4, 5 und 6 durch die 
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Befestigungsschicht 17 mehr als eine Halbleitervorrichtung auf 
einer der Oberflachen des hitzebestandigen und flexiblen Kunst- 
stof films 16 befestigt werden. Eine Vielschichtverdrahtung kann 
auf derjenigen Oberflache gebildet werden, die jener entgegenge- 
setzt 1st, auf der sich die Halbleitervorrichtungen befinden. 
Elektroden 2o der Halbleitervorrichtungen 19 und spezielle Teile 
der Verdrahtungsleiter 22 sind elektrisch verbunden, und zwar 
mit Hilfe der Metallschichten, die auf den geneigten Wanden der 
Durchbohrungen 18 gebildet worden sind. Dieser ProzeB ftihrt zu 
extrem dUnnen und zuverlassigen IC-Vorrichtungen auf Massenpro- 
duktionsbasis, und zwar mit einer Verringerung beziiglich der 
Arbeitsschritte. Das erfindungsgemafle Verf ahren hat die Vorteile, 
daB die Materialkosten billig sind und daB durch Erh6hung der 
Verdrahtungsdichte eine hohe Integration m6glich wird. 

in den Fig. 4 und 5 kann das Harzfilmsubstrat 16, das fOr sich 
alleine nicht leicht zu handhaben ist, durch Kombinieren mit dem 
Trager 24 dUnner und leicht zu handhaben gemacht werden. 

Speziell wenn eine elektrische Messung durchgefiihrt wird Oder 
die elektronische Schaltungsvorrichtung gemSB diesem Beispiel 
auf einer Druckschaltungsplatte befestigt wird, 1st der Wirkungs- 
grad f.Ur diese Arbeit verbessert, und folglich ist eine Gesamt- 
kostenreduzierung moglich. Dieser Paktor wirkt sich stark aus 
beim Einbau der Halbleitervorrichtung durch das drahtlose Bonden. 
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Uberdies macht es die erf indungsgemSBe Struktur mit dem Versteif ungs 
rahmen aufgrund von dessen Barrierenwirkung gegen geschmol2enes 
Beschichtungsharz mSglich, die elektronische Schaltungsvorrich- 
tung mit einer gleichmSBigeren Quail tat herzustellen, wenn die 
Harzbeschichtung auf dem Halbleiter verwendet wird. 

Untersuchungen der Erfinder haben ergeben: Wenn die Verdrahtung 22 
auf der Isolierschicht durch Aufdampfen erzeugt wird, ist die 
Wahrscheinlichkeit, daB eine elektrische Unterbrechung auftritt, 
gegeben, wenn Umfangsteile der Durchbohrung 18 im Film 16 eine 
scharfe Kante aufweisen. Urn diesen Mangel zu ttberwinden, wird ein 
spitzer Winkel des Umf angsteils rund urn die Durchbohrung 18 in 
einen sanft abfallenden Umfang geSndert, und eine Unterbrechung 
ist vermieden. Die Methode zur Entfernung der spitzen Randkante 
an der Umf angsstelle der Durchbohrung 18 wird anhand verschiedener 
Schritte der Fig. 7 erlSutert, die eine Querschnittsansicht ver- 
schiedener Stufen des Durchbohrungsteils des Harzfilms 16 zeigt. 

Als erstes wird mit Hilfe einer bekannten Methode eine Photoresist- 
maske (Photolackmaske) 31 mit einem speziellen Muster, das eine 
iJffnung 315 aufweist, auf dem Harzfilm 16 erzeugt (Fig. 7 (c) ) . 
Dann wird derjenige Teil des Harzfilms 16, der durch die Offnung 
315 belichtet worden ist, durch eine bekannte Ktzmethode selektiv 
entfernt, urn eine Durchbohrung 32 (Fig, 7 (d) ) zu erzeugen. 
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Ein zu bevorzugendes Xtzmittel fur diesen ProzeB 1st eine Alkali- 
losung, als typische L6sung NaOH. Die Durchbohrung 32 kann ge- 
bildet werden, indem bei einem Harzfilm 16 mit einer Dicke von 
25 um etwa 1o bis 15 Minuten geatzt wird. Der Durchmesser der 
Durchbohrung sollte fur die integrierten Halbleiterschaltungen 
etwa 1oo um sein. Die FEP-Schicht 17 bleibt nach dem fitzen zuruck, 
da sie von Alkali nicht gelSst wird. Die Wand der Durchbohrung 32 
sollte gegeniiber der Oberflache des Harzfilms 16 einen Winkel von 
vorzugsweise 3o bis 6o° aufweisen. 

Wird als Ausgangsmaterial ein Harzfilm 16 verwendet, der mit einer 
dunnen Metallschicht (beispielsweise 2 bis 2o um Cu Oder Ni) be- 
deckt ist, wie es in Fig. 7 (a) gezeigt ist, ist eine Photolack- 
schicht 31 mit einem speziellen Muster auf der dunnen Metall- 
schicht 3o zu bilden. AnschlieBend wird die Metallschicht 3o unter 
Verwendung der darauf gebildeten Photolackmaske 31 geMtzt, um eine 
Offnung 3o5 zu erzeugen. Dann wird der Harzfilm 16 in dem Teil 165, 
der durch die Offnung 3o5 freigelegt worden ist, auf bekannte Art 
in Shnlicher Weise, wie sie fUr den in Fig. 7 (d) gezeigten Fall 
dargestellt ist, weggeStzt. 

Nach diesem Vorgang wird die Photolackschicht 31 (im Fall der Fig. 
7 (a) und 7 (b) auch die Metallschicht 3o) entfernt, wie es in 
Fig. 7 (e) dargestellt ist. 
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Der Rand 33 des Umfangs der Durchbohrung 32 besitzt eine scharfe 
Querschnittskante, die far die elektrische Unterbrechung der 
spSter auf ihr gebildeten Verdrahtungsmetallschicht verantwortlich 
ist. Deshalb wird dieser scharfe Rand 33 in einer spSteren Her- 
stellungsstufe vorzugsweise in eine runde, v/eiche Kante geSndert. 
Dann wird die Halbleitervorrichtung 19 auf der FEP-Schicht 17 , 
einer Bef estigungsschicht, befestigt, so daB sie sich beztiglich 
des Harzfilms 16 auf der der Durchbohrung 32 entgegengesetzten 
Oberfiache befindet (Fig. 7 (f)). Alle Verdrahtungen 2o sind vor 
dieser Befestigung auf der befestigten OberflSche der Halbleiter- 
vorrichtung 19 gebildet worden. Die Halbleitervorrichtung 19 wird 
bei etwa 3oo°C unter Druckanwendung an der FEP-Schicht 16 befe- 
stigt. 

Als nfichstes wird auf dem Polyimidf ilm 16 eine Metallmaske 34 
zum Maskieren eines spezif izierten Tells gegen eine Oxidplasma- 
Mtzung gebildet. Die Offnung 34' der Maske 34 wird etwas gr6Ber 
gemacht als der Durchmesser des oberen Endteils der zuvor er- 
zeugten Durchbohrung 32. Diese Maske wird nach ihrer Positionie- 
rung beziiglich der Durchbohrung 32 f estgehef tet. Ein geeignetes 
Material fUr die Maske 34 ist rostfreier Stahl, der oxidations- 
bestSndig ist, und die geeignete Dicke ist 3o Jim bis 3oo pm, 
was vom Durchmesser abhMngt. Dann folgt ein PlasmadtzprozeB. 
Wenn der Harzfilm 16 genUgend dick ist f kann die PlasmaStzung 
ohne die Verwendung der Maske 34 durchgeftthrt werden.Es gibt zwei 
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Ziele fttr diesen Plasmaatzvorgang. Bin Ziel besteht darin, jenen 
Teil der FEP-Befestigungsschicht 17 zu entfernen, welcher am 
Boden der Durchbohrung 32 frei liegt. Das andere Ziel besteht 
darin, die Schrage des Umfangsteils der Durchbohrung 32 sanfter 
und dadurch den Rand runder zu machen. Fig. 7 (h) zeigt den Zustand 
nach dem Entfernen des frei liegenden Teils der Bef estigungs- 
schicht 17. Als Polge der Plasmaatzung besitzt die abgeschragte 
Wand der Durchbohrung 32 nun zwei Telle: einen unteren, steileren 
Teil 35 und einen oberen, flacheren Teil 36. Dadurch ist der Om- 
fangsrand der Durchbohrung abgerundet. 

Bei dieser nit Hilfe einer Maske durchgeftihrten Plasmaatzung ist 
es eine notwendige Bedingung, dafi die Metallmaske 34 eine wei- 
tere Offnung aufweist als die Durchbohrung 32, und es ist wichtig, 
eine geeignete Atzgeschwindigkeit durch das Sauerstof fplasma zu 
wahlen. Selbst wenn das Loch 32 keine Durchbohrung darstellt und 
eine restliche dunne Schieht des Harzfilms 16 am Boden des Lochs 
32 Ubriggeblieben ist, kann der restliche dUnne Teil durch den 
SauerstoffplasmaStzvorgang entfernt werden. Polglich ist es nicht 
wichtig, ob es sich beim Loch 32 urn eine Durchbohrung oder urn ein 
Loch mit Boden handelt. 

SchlieBlich wird mit Hilfe eines bekannten Prozesses die Metall- 
maske 34 entfernt, und auf dem spezif izierten Teil der Oberfiache 
der frei liegenden Elektrode 2o des Halbleiters 19 und auf der 
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schrSgen Wand 35,36 der Durchbohrung 32 im Polyimidf ilm 16 wird 
selektiv eine Metallverdrahtungsschicht 22 gebildet, und zwar 
durch Niederschlagen uhd/oder Plattieren, um eine gewttnschte Dicke 
zu erhalten. Die Verdrahtungsschicht 22 stellt eine elektrische 
Verbindung zwischen den Elektroden 20 der Halbleitervorrichtung 19 
und der Verdrahtungsschicht 22 her. FUr die Metallschicht 22 ist 
eine Doppelschicht aus einer unteren Cr- oder Ti-Schicht und 
einer dariiberliegenden Cu-Schicht geeignet. 

Bel der vorausgehend beschriebenen Methode wird, nachdem das 
Loch 32 mit einer schrSgen V7and durch selektives Xtzen des Harz- 
films 16 gebildet ist r die Halbleitervorrichtung 19 an der Be- 
festigungsschicht 17 b^festigt, die eine Schicht des doppelschich- 
tigen Harzfilms 16 darstellt. Der Teil der Bef estigungsschicht , 
die am Boden des Lochs 32 frei liegt, und der Teil des Films 16 
rund urn den Umfang des Lochs werden entfernt, um den Umfangsrand 
des Lochs abzurunden. Durch das Entfernen des Teils der Befesti- 
gungsschicht 17 und durch das Abrunden der Umfangskante der 
schrSgen Wand des Lochs kann eine Unterbrechung der Metallver- 
drahtung 22 ftir die Mufiere Verbindung der Halbleitervorrichtung 
19 verhindert werden, und daher kann man die elektronische Schal- 
tungsvorrichtung mit hoher ZuverlSssigkeit herstellen. 

Anhand der Fig. 8 wird im folgenden eine Herstellungsmethode ftir 
eine elektronische Schaltungsvorrichtung erlSutert, die den Rahmen 
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24 , mehr als eine Halbleitervorrichtung 1 9 und andere elektroni- 
sche Telle enthMlt. GemSfi Pig, 8 (a) wird zunSchst eln Harzfilm 

16 als Substrat mit einer Befestigungsschicht 17 auf seiner unte- 
ren OberflSche am TrSger 24 mit groBen durchgehenden Offnungen 4o 
befestigt. Wie zuvor beschrieben, sind typische Materialien: 

fttr den Harzfilm 16 ein Polyimidfilm; fttr die Befestigungsschicht 

17 PEP; und fttr den TrMger 24 Metall, wie Kupfer, Eisen, rost- 
freier Stahl, Nickel usw., oder ein dicker Polyimidfilm oder ein 
Keramiksubstrat. Um mit geringen Kosten einen WSrmeableitungs- 
effekt zu schaffen, ist ein geeignetes Material Eisen oder Kupfer. 
Fig. 8 (b) zeigt den Zustand nach der Befestigung. Zu bevorzugen- 
de Dicken sind: 15 bis 5o pm far den Polyimidfilm 16 , 2,5 bis 

12,5 pm fttr die FEP-Schicht 17 und| loo bis 5oo yaa fttr den TrMger 

i 

24. Die im TrHger 24 gebildeten durchgehenden Ldcher 4o kfinnen 
die gleiche Gr5Be wie die Halbleitervorrichtungen oder passive 
Bauelemente, die spSter befestigt werden sollen, haben. Die Loch- 
abmessungen sind jedoch vorzugsweise etwas grSBer als diejenigen 
der Halbleitervorrichtungen und passiven Bauelemente, um deren 
Einsetzen lelcht zu machen. Dann werden gemMB Fig, 8 (c> im 
Harzfilm 16 Durchbohrungen 32 fttr die Verdrahtung gebildet, ge- 
nau wie bei dem Vorgang genSB Fig, 7 (c) , Die Stellen der Durch- 
bohrungen 32 fttr das Bef estigen der Vorrichtung sollen mit den 
Positionen der Elektrodenteile der Halbleitervorrichtungen und 
passiven Bauelemente ttbereinstimmen^ Eine Herstellungsmethode 
fQr die Durchbohrung 32 ist eine bekannte Plasma&tzung oder 
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Anschliefiend werden mehrere Vorrichtungen 19 r ... nach deren Ein- 
setzen in die durchgehenden Locher 4o an der Bef estigungsschicht 17 
befestigt, wie es in Fig. 8 (d) gezelgt ist. Eine Positionierung 
zur Festlegung der Vorrichtungen wird automatisch durch die Verwen- 
dung der im Trager 24 gebildeten durchgehenden LScher 4o als Ftih- 
rungsvorrichtung erreicht. Die Erzeugung der Durchbohrungen 32 
zur Befestigung und das Befestigen der Vorrichtungen muB nicht not- 
wendigerweise in dieser Reihenfolge durchgeftihrt werden. 

Dann wird die am Boden des Befestigungs lochs 32 frei liegende 
FEP-Bef estigungsschicht 17 durch den PlasmaStzprozeB entfernt, 

urn die Vorrichtung gemSB Figl 8 (e) zu schaffen. Dieser ProzeB 

i 

ist nicht immer erf orderlich, wenn das PlasmaStzen bereits in dem 
zuvor erwMhnten Schritt zur Bildung der durchgehenden LQcher 4o 
angewendet worden ist. Wenn jedoch beim Vorgang der Erzeugung der 
durchgehenden Ltfcher 4o ein chemisches Xtzen durchgeftihrt worden 
ist r bleibt die FEP- (Befestigungs-) Schicht 17 am Boden der Durch- 
bohrungen 32 stehen r da die FEP-Schicht 17 gegenliber Chemikalien 
stabil ist, und folglich ist der Plasmaatzvorgang erforderlich, um 
die Verdrahtungsbedingung zu erftillen. In den Lochem 32 werden 
Elektrodenverdrahtungen 22, ... von den Elektroden mehrerer Vor- 
richtungen 19, ... erzeugt, wie es Fig. 8 (f) zeigt. 
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Entsprechend dem zuvor beschriebenen ProzeB kfinnen die Elektroden- 
verdrahtungen 22 nach dem Befestigen der elektronischen Telle, wie 
Vorrichtungen 19, . .., auf dem Harzsubstrat 16 erzeugt werden. 
Dies bedeutet, dafl die Elektrodenverdrahtungen aller elektroni- 
schen Telle gleichzeitig roit hohem Wirkungsgrad ausgeftthrt werden 
konnen, und die Positionierung mehrerer Vorrichtungen kann man 
leicht und korrekt durch Verwendung des Tragers 24 als eine Lehre 
far das Einsetzen ausfiihren. 

Fig. 9 zeigt ein wei teres erfindungsgeraafles Beispiel, bei dem 
die Verdrahtungen 22 des Films 16 einen Vielschichtaufbau haben, 
wie es im folgenden eriaiitert 1st. Bei diesem Beispiel wird eine 
Isolierschicht 5o auf Erstschichtverdrahtungen 22 gebildet, und 
zwar unter Verwendung einer L6sung aus Polyiraidharz oder Parylene 
(Handel sbezeichnung der Union Carbide Corporation) , und durch 
selektives fitzen der Schicht 5o wird eine Offnung 51 gebildet. 
Zweitschichtverdrahtungen 52 werden durch die gleiche Methode, 
wie sie fUr die Erstschichtverdrahtungen benutzt worden 1st, auf 
der Isolierschicht 5o erzeugt und bestehen aus Cu, Ni, Al, Au usw. 
Die Zweitschichtverdrahtungen 52 und die Erstschichtverdrahtungen 
22 sind durch die offnungen 51 in der Isolierschicht 5o verbunden, 
wobei die Offnungen an den Kreuzungspunkten der ersten und der 
zweiten Verdrahtungen gebildet sind. 
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Schutzschichten 53 auf der rtlckwMrtigen Oberf ISche der Vorrich- 
tungen 19,19 sind nicht immer erforderlich. Eine hohe Integration 
wird leicht erreicht durch Verwendung der zuvor als erfindungs- 
gemSBes Beispiel beschriebenen Vielschlchtverdrahtungsstruktur. 

Ein weiteres Beispiel zeigt Fig. 1o. Dabei wird als Halbleiter- 

vorrichtung 19 ein Transistor 19 benutzt, und eine Kollektorzone 

6o des Transistors 19 ist mit einer Metallschicht 6 3 und durch 

eine Durchbohrung 18' mit dem Verdrahtungsleiter 22 verbunden. 

Der Transistor 19 besitzti eine Kollektorzone 6o am unteren Teil, 

eine Basiszone 61 und eine Emitterzone 62 dagegen am oberen Teil. 

Die Kollektorzone 6o ist mit dem Verdrahtungsleiter 22 durch eine 

i ■ 
Metallschicht 63 verbunden, welche die untere OberflSche des 

Transistors 19 bedeckt und! sich unter der Bef estigungsschicht 17 

zum unteren Teil der Durchbohrung 18' erstreckt und weiter durch 

die Durchbohrung 18 1 zum Verdrahtungsleiter 22. Eine Elektrode 66 

der Basiszone 61 und eine Elektrode 67 der Emitterzone 62 sind 

durch Metallschichten 64 und 65 in den Durchbohrungen mit speziel- 

len Verdrahtungsleitern auf der oberen OberflSche des Films 16 

verbunden. Die Verbindungsmetallschichten 22, 64 und 65 sind 

gleichzeitig gebildet. Bei diesem Beispiel ist auch eine draht- 

lose Bondung ftir scrlche Halbleitervorrichtungen anwendbar, die 

Elektrodenmetallschichten auf ihren beiden Seiten aufweisen. 

Erie Elektrode 63 erstreckt sich von der Halbleitervorrichtung weg 

zur Befestigungsschicht 17 und kann folglich ftir eine WMrmeab- 

lei tungs vorrichtung benutzt werden* ETies ist bequem, wenn als 
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Halbleitervorrichtung 19 irgendwelche Leistungsbauelemente ver- 
wendet werden. Diese Elektrode 63 dient auch als Verdrahtungs- 
leiter, da sie mit Hilfe einer Metallschicht durch eine andere 
Durchbohrung 18 1 mit dem Verdrahtungsleiter 22 verbunden 1st. 

Ein wei teres Beispiel wird anhand der Pig, 11 (a) und 11 (b) er- 
lSutert. Dabei ist ein Metallrahmen 24 als VersteifungstrSger 
vorgesehen, der auch als weiterer Verdrahtungsleiter auf der 
RUckseite benutzt wird. Verdrahtungsleiter 22a und 22b 
eines spezif izierten Leiters sind durch Niederschlag auf einem 
Harzfilm 16 gebildet. Der Leiter 22a ist iiber DurchgangslOcher 
18a mit der Halbleitervorrichtung 19 verbunden. Der Verdrahtungs- 
leiter 22b ist iiber ein Durchgangsloch 18b, das in einem vorbe- 
stimmten Teil des Films 16 gebildet ist, elektrisch mit der ge- 
eigneten Stelle eines versteif enden MetalltrSgerrahmens 24 auf 
der RUckseite des Films 16 verbunden, Bei diesem Aufbau kann der 
Rahmen 24 als Verdrahtungsleiter verwendet werden, und dies ftthrt 
dazu, daB man eine hShere Integrationsdichte erhSlt. Innerhalb 
der durch gestrichelte Llnien 7o und 71 in Fig. 11 (a) gezeigten 
Bereiche sind eine Halbleitervorrichtung 19 und andere elektroni- 
sche Telle 72' festgebondet bzw. befestigt. V7enn eine Anzahl 
elektrischer Telle auf dem Film 16 festgebondet und befestigt 
ist, ist eine Installation mit einem hohen Integrationsgrad in 
der Struktur nach Fig. 11 m6glich, wobei der Metallrahmen 24 fUr 
den VersteifungstrMger als Verdrahtungsleiter einer Mehrschicht- 
verdrahtungsstruktur benutzt werden kann. Bei dieser Mehrschicht- 
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verdrahtungsstruktur wird die Verbindung zwischen dem Versteif ungs- 
trSger 24 und dem Verdrahtungsmuster 22 durch die DurchgangslB- 
cher 18a gleichzeitig mit der Erzeugung der Niederschlagsver- 
drahtungsleiter 22a und 22b ausgefOhrt, so dafl die Struktur 
korrekt verwirklicht werden kann, ohne dafi mehrere Niederschlags- 
Mtzungen wiederholt werden, 

Ein mit der Struktur der Pig. 11 (a) und 11 (b) hergestelltes 
konkretes Beispiel wird anhand der Fig. 12 (a) , 12 (b) und 12 (c) 
erlSutert. Fig. 12 (c) zeigt eine dlinne elektronische Schaltungs- 
anordnung (ftir die Konstruktion einer Fllissigkristallanzeigevor- 
richtung) , die mit einer Anzahl elektronischer Teile versehen ist, 
die mit hoher Dichte untergebracht sind. Die Fig. 12 (a) und 



12 (b) zeigen Schritte beim 



Herstellungsvorgang. 



Fig. 12 (a) zeigt einen gerahmten TrSger 214, bei dem viele Me- 
tallrahmen 24 in einem rechteckigeri Umf angsrahmen gebildet sind. 
Ein Teil des Tr3gers r der sich innerhalb des durch gestrichelte 
Linien 8o gezeigten Bereichs befindet, wird auf der RUckseite 
eines Harz- oder Kunststoff ilms 16 befestigt r und die Rahmen 24, 
die als Verdrahtungsleiter dienen sollen, werden anschlieflend 
durch Abschneiden des Umfangsrechteckteils 24o (Fig. 12 (a)) des 
Rahmens in mehrere Teile unterteilt, wie es in Fig. 12 (b) ge- 
zeigt ist. An den durch gestrichelte Linien gezeigten Stellen 
werden auf der RUckseite des Harzfilms 16 elektronische Teile 
installiert. 
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Fig. 12 (b) zeigt den Zustand, in welchem der Versteifungsrahmen 
24 auf der RQckseite des Harzfilms 16 befestigt ist. In Pig. 12(b) 
sind die elektronischen Telle, eine Halbleitervorrichtung 19,wie 
ein LSI, ein Chipwiderstand 81 und ein Chipkondensator 82, auf 
derselben HauptflSche (untere Oberflache) des Harzfilms 16 be- 
festigt, an welcher der Rahmen 24 befestigt worden ist. 

Im folgenden wird der Herstellungsvorgang bis zum Zustand gemao 
Pig. 12 (b) erlautert. Auf einer der HauptflSchen (untere Ober- 
flache) eines 1o bis 5o jam dicken Polyiroidf ilms 16 ist eine 
Befestigungsschicht 17 aus PEP-Harz oder Epoxyharz angeordnet. 

Ein etwa 15o pi dicker Tragerrahmen 24 (Fig. 12 (a)) aus Nickel, 
rostfreiem Stahl oder Kovar (Legierung aus Fe-Ni-Co) v/ird durch 
Pressen bei einer erh8hten Temperatur von etwa 3oo°c befestigt. 

Der Ausdehnungskoeffizient des isolierenden Harzfilms 16 ist 
grofier als der des tragenden Metallrahmens 24. Daher schrumpft 
der isolierende Harzfilm 16, wenn seine Temperatur nach dem Be- 
festigungsvorgang auf Raumtemperatur zurflckkehrt. Dies ermoglicht 
den Erhalt einer straff en Harzfilmoberfiache, was ein recht 
wichtiger Faktor fttr den folgenden Prozefl ist. 

Durch selektives Xtzen der bestimmten Stellen durch chemisches 
Atzen und Plasmaatzen wird eine vorbestimmte Zahl von Durchgangs- 
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lochern 18 mit schragen WSnden im isolierenden Harzfilm 16 und 
in der darunterliegenden Befestigungsschicht 17 gebildet. Die 
Halbleitervorrichtung 19 und der Chipwiderstand 81 werden bei 
erh8hter Temperatur auf die Befestigungsschicht 17 gepreflt. Der 
isolierende Harzfilm 16 und die Befestigungsschicht 17 des Sub- 
strats sind transparent, und folglich kann die Positionierung 
der Durchgangsl8cher 18 beztlglich der Elektroden der Halbleiter- 
vorrichtung 19 leicht ausgeftthrt werden. Die Dicke des Verstei- 
fungstrSgers. 24 belauft sich auf 5o bis 25o um. Aus Griinden der 
mechanischen Starke sollte er dick sein. Wenn die elektronischen 
Teiie, wie die Halbleitervorrichtung 19, und der VerstSrkungs- 
trSger 24 auf derselben Seite der Befestigungsschicht 17 liegen, 
wie bei dem zuvor erwShnten Beispiel, sollte die Dicke des Ver- 
steifungstrSgers .24 im Hinblick auf den Arbeitsablauf dUnner als 
die der elektronischen Telle sein. 

Cr Oder Ti und Cu zur Erzeugung der Verdrahtungsleiter 22 im 
spfiteren Herstellungsstadium werden auf der gesamten OberflSche 
des isolierenden Harzfilms 16, die der den Trager haltenden Ober- 
fiache entgegengesetzt ist, kontinuierlich (im selben Vakuumzu- 
stand) aufgedampft. Danach folgt eine Plattierungsbehandlung, wenn 
ein dickerer Verdrahtungsleiter erforderlich ist. In diesen Zu- 
stand werden Elektroden der Halbleitervorrichtung 19, Anschlusse 
eines Chipwiderstands 81 und einige Telle des TrSgers 24 Uber 
DurchgangslScher 18 und 18' rait den durch CVD (chenische Dairpf- 
phasenabscheidung) erzeugten Metal lleitern verbunden. Dann wird 
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ein bestinuntes Verdrahtungsmuster 22 erzeugt, indem unnStige 
Telle der niedergeschlagenen Metallschicht durch einen bekannten 
photochemischen fitzvorgang abgeStzt werden. Die zu bevorzugende 
Breite eines jeden der Verdrahtungsleiter 22 des Verdrahtungs- 
musters betrSgt etwa 75 pm f und deren zu bevorzugende mittlere 
Abstandsbreite betrSgt 75 pm. 

Obwohl bei dem vorliegenden Beispiel ein Niederschlag benutzt 
wird, um die Leiter auf der Vorderseite und auf der Rttckseite 
des isolierenden Harzfilms 16 durch die Durchgangslocher 18 und 
18' zu verbinden, sind auch andere Verbindungsmittel, beispiels- 
weise L6ten, die Benutzung lei tender Paste Oder nichtelektrolyti- 
sches Plattieren, annehmbar. 

Wie zuvor erlSutert, kann erf indungsgemSB die Vielschichtver- 
drahtungsstruktur mit beachtlich wenigen Schritten leicht er- 
halten werden , da die elektrische Verbindung zu beiden Seiten 
des Harzfilms 16 (durch diesen hindurch) gleichzeitig mit der 
Erzeugung der Verdrahtungsleiterschicht hergestellt werden kann. 

Die Dicke des TrSgerrahmens 24 kann extrem dttnn sein und unter 
mechanischer Spannung stehen, indem der TrSgerrahmen 24 ur- 
sprlinglich in eine Form gebracht wird, in der er einen recht 
breiten rechteckigen Umf angsrahmen 24o am SuBersten Teil auf- 
weist, wie es Fig. 12 (a) zeigt. Dies ftihrt zu einer leichten 
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und sicheren Handhabung. Am Ende des Herstellungsvorgangs wird 
der Rahmen an der unterbrochenen Linie 80 zerschnitten, wie es 
beispielsweise in Fig. 12 (b) gezeigt ist, urn das vollendete 
Harzfilmsttick mit den Verdrahtungs lei tern und dem versteifenden 
TrSger zu bilden. 

Wie die Zeichnung klar erkennen ISflt, erstrecken sich Teile des 
VersteifungstrMgers 24 vom isolierenden Harzfilm 16 nach auBen, 
und sie kSnnen als Auflenanschliisse der Vorrichtung verwendet 
werden, da sie (iber die Durchgangsl6cher mit dem Verdrahtungs- 
muster 22 verbunden sind. Die Vorrichtung erhSlt einen Feuchtig- 
keitsschutz, wenn eine Deckschicht aus Silicongummi auf der Seite 
der elektronischen Vorrichtungen gebildet wird. 

Beim vorausgehenden Beispiel dient der VersteifungstrSger 24 als 
Versteifungsrahmen zur Zeit der Herstellung und danach, und Teile 
von ihm kfinnen auch fttr die Verdrahtung benutzt werden. Dies zeigt, 
daB eine Vielschichtverdrahtung, auf die nicht verzichtet werden 
kann r wenn eine Anzahl von Halbleitervorrichtungen 19 verwendet 
wird, und eine resultierende hochgradige Integration leicht zu 
verwirklichen sind. Fttr die Vielschichtstruktur wird die Verbin- 
dung zwischen den Schichten auf verschiedenen Niveaus durch die 
DurchgangslScher 18 zur gleichen Zeit hergestellt, zu welcher die 
Aufdampfschicht auf einer Oberfiache des isolierenden Harzfilms 16 
gebildet wird. Diese Erzeugung wird leicht und korrekt ausgeftthrt, 
ohne daB Mustermasken einige Male gewechselt werden Oder ohne 
wiederholtes Niederschlagen und Xtzen. 

809837/0889 
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Nachdem der Versteifungstrager 24 aus dem Rahmen geschnitten ist, 
1st er in einer komplizierten Form auf einer Oberflache des iso- 
lierenden Harzfilms 16 befestigt, und somit besitzt der TrUger 
der in Pig. 12 (b) gezeigten vollendeten Vorrichtung genOgend 
Starke, und er wird bei der Handhabung kaum verbogen oder zer- 
brochen. Es ist auch recht praktisch, daB ein Teil des Verstei- 
fungstrSgers 24 fUr Ausgangsanschltisse der Vorrichtung dient. 

Pig. 12 (c) zeigt den Fall, in welchem eine Flttssigkristallan- 
zeigevorrichtung 9o, welche eine ' Hauptglasplatte 92 und eine 
gr6Bere, dariiberliegende Glasplatte 91 (strichpunktiert darge- 
stellt) aufweist, derart installiert ist, daB die Hauptglas- 
platte 92 von dem in Pig. 12 (b) gezeigten ausgeschnittenen Teil 
95 des Harzfilms 16 auf genommen wird. Die aufliegende Glasplatte 

91 besitzt transparente Elektroden ftir eine nuraerische Anzeige 
Ober der Stelle, an welcher PlUssigkristallsegmente 93 auf dem 
unteren Glassubstrat 92 angeordnet werden, und die Flttssigkristall- 
segmente 93 werden dicht zwischen den beiden Glasplatten 91 und 

92 eingeschlossen. Der Harzfilm 16 ist auf der unteren Oberflache 
der Glasplatte 91 befestigt. Eine (strichpunktiert gezeigte) 
andere Glasplatte 94, die zusammen mit der aufliegenden Glasplat- 
te 91 eine weitere FlUssigkristallanzeigevorrichtung bildet, ist 
ebenfalls auf dem Harzfilm 16 angeordnet. Die Fllissigkristall- 
anzeigeplatte 92 kann an der ausgeschnittenen Stelle 85 des 
Harzfilms 16 befestigt werden, indem die auf dem Glassubstrat 92 
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95 

gebildete ElektrodeAmd der leitende TrSger 24 mit Lot, leitender 
Paste usw. verbunden und befestigt werden. 

Die Vorrichtung gemaB diesem Beispiel 1st dadurch gekennzeichnet, 
da6 die elektronischen Vorrichtungen auf einer (unteren) Ober- 
flache des dtinnen Harzfilms 16 und das Verdrahtungsmuster 22 auf 
der anderen (oberen) OberflMche des Harzfilms 16 angeordnet sind, 
daB die Verbindung zwischen diesen Uber die im Harzfilm 16 gebil- 
deten Durchgangslocher 18 hergestellt wird, daB der Metalltrager 
24 auf wenigstens einer Oberflache des Films 16 gebildet 1st, 
daB ein Tell des Tragers fur die Verdrahtung oder Zuleitungsan- 
schiasse benutzt wird und daB folglich die Vielschichtverdrahtung 
mit einer geringen endgttltigen Dicke yon einigen hundert urn ver- 
wirklicht wird. 

Folglich wird es m6glich, die elektronische Schaltungsvorrichtung 
mit dem FlUssigkristall kompakt und dUnn herzustellen, indem der 
Versteifungsrahmen 24 mit mehreren Elektroden 95 des FlUssig- 
kristallelementes 9o auf dem Glassubstrat 92 ftir den FlUssig- 
kristall verbunden wird. Es 1st auch leicht, die Vorrichtung auf 
dem Harzfilm 16 zu handhaben, da sie kaum bricht, und daher 1st 
es nicht erf order lich, sie in herkbmmlicher Weise in einem 
KeramikgehSuse dicht einzuschlieflen. 

Die Vorrichtung gemMB vorausgehend beschriebenem Beispiel belegt 
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eine Flache, die nur so groB 1st wie die GesamtflSche der elek- 
tronischen Vorrichtungen, n&nlich die GesamtflSche der Halblei- 
tervorrichtung 19 und der ChipwiderstSnde 81 und folglich ist 
sie recht klein im Vergleich zu herkSmmlichen elektronischen 
Schaltungsvorrichtungen, bei denen auf herkemmliche ein Keramik- 
gehSuse benutzt wird, und dariiber hinaus kostet sie nicht viel. 

Die Fliissigkristallanzeigevorrichtung 9o und die Vorrichtungen 
auf dem Harzfilm 16 sind durch die flexiblen Metallschichten der 
Zuleitungsanschllisse 95 und 24 verbunden und befestigt f und des- 
halb fiihrt eine thermische Ausdehnung und Schrumpfung dieser 
Vorrichtungen, anders als beim Stand der Technik, keihe unnBtige 
Verformung durch eine auf diese Vorrichtung wirkende Spannung. 
Beim Stand der Technik, bei dem ein KeramikgehMuse fur den elek- 
tronischen Schaltungsteil benutzt wird, tiberlappen sich ein die 
Anzeigevorrichtung haltendes Glassubstrat und das KeramikgehSuse, 
und Elektroden an der BodenflSche des KeramikgehSuses sind mit 
den Elektroden auf dem Glassubstrat verbunden. Bei einer solchen 
herk6iranlichen Vorrichtung wirkt die Verformungskraf t aufgrund 
des Unterschieds der thermischen Ausdehnungskoef f izienten von 
Glas und Keramik direkt auf die Verbindungss telle, und dies 
fiihrt zu Schwierigkeiten, wie Aufhebung der Verdrahtungsverbin- 
dung, Unterbrechung, UnvollstSndigkeit der Verdrahtung usw. 
Beim zuvor beschriebenen praktischen Beispiel kSnnen solche 
Schwierigkeiten an den Verbindungsstellen aus strukturellen 
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GrUnden kaum auftreten, und die Zuverlassigkeit ist hoch. 

Bei dem praktischen Beispiel nach Pig. 12 ist der Trager 24 nur 
auf einer der Oberflachen des isolierenden Harzfilms 16 gebildet. 
Dieser Trager 24 kann jedoch auf beiden Oberflachen erzeugt werden. 
Es kann namlich eine Befestigungsschicht 17, wie FEP-Harz, auf 
beiden Oberflachen eines isolierenden Harzfilms 16 erzeugt werden, 
und ein versteifender Trager 24 aus Nickel wird auf der RUckseite 
(unteren OberflSche) befestigt. 

I 

Andererseits wird auf die Vorderseite (obere Oberf lache) eine 
dOnne Kupferfolie gepreBt und auf der gesamten Vorderseite be- 
festigt. Es wird eine Ktzung | durchgef Uhrt, urn fUr den Trager 
auf der oberen FlSche ein bestimmtes; Muster zu erhalten. Dann 
wird die auf der oberen FISche befindliche Befestigungsschicht 
an den Teilen, die nicht mit der oberen TrSgerf lache bedeckt sind, 
durch Plasmaatzen entfernt. 

Die nachfolgenden Prozeflschritte nach der Herstellung der Durch- 
gangslficher 78 ahneln denen der vorausgehenden Beispiele. 

Es ist auch eine teilweise Photoatzung anv/endbar und ein genaues 
Verdrahtungsmuster erhaitlich. 

Daher ist es radglich, eine Installation mit einer hdheren Dichte 
zu verwirklichen. 
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Die Vurrichtung nach Fig. 12 (c) umfaBt den Harzfilm 16, den 
Rahmen 17, der den isolierenden Harzfilm 16 verstSrkt und auf 
einer Oder beiden OberflSchen des isolierenden Harzfilms 16 ge- 
bildet ist, elektronische Vorrichtungen, wie LSI, die auf einer 
Hauptfiache des Substrats befestigt sind, und die Verdrahtungs- 
schicht, die auf der anderen OberflSche des Harzfilms 16 mit 
einem speziellen Muster gebildet ist. Bestimmte Anschliisse der 
elektronischen Vorrichtungen und Verdrahtungsschichten sind durch 
die ira isolierenden Harzfilm 16 gebildeten Durchgangslocher 
verbunden. 

Auch sind bestimmte AnschlUsse der elektronischen Vorrichtungen 
Oder der Verdrahtungsschicht mit bestimmten Teilen des TrSgers 
verbunden . 

Diese Verbindungsmethode verringert die Herstellungskosten, da 
das recht dUnne Substrat verwendet wird, und stellt eine aus- 
reichende Festigkeit sicher. 

Oberdies kann eine Vielschichtverdrahtungsstruktur leicht her- 
gestellt werden, und es ist mOglich, die elektronischen Teile 
mit einer heheren Dichte zu installieren. 

Fig. 13 zeigt ein wei teres Installationsbeispiel unter Verwendung 
einer FlUssigkristallanzeigevorrichtung. Dabei sind Elektroden 95 
auf einer (unteren) Oberfiache des Glassubstrats 91 der Flttssig- 
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kristallanzeigevorrichtung und Verdrahtungsleiter 22 auf einem 
Film 16 elektriseh miteinander durch einen elastischen Verbin- 
der 1oo, beispielsweise leltenden Gummi, verbunden. Was weitere 
Einzelheiten betrifft, 1st der Harzfilm 16 unterhalb der Fliis- 
sigkristallanzeigevorrichtung 9o angeordnet, und die Vorrichtung 
9o und der Film 16 werden durch eine (nicht gezeigte) Feder an- 
einandergepreBt und befestigt, und sie sind elektriseh tiber den 
zwischen ihnen angeordneten elastischen Verbinder 1oo verbunden, 
Daher wird die elektrische Verbindung durch den elastischen Ver- 
binder 1oo zwischen den Elektroden 95 auf der Glasplatte 9o und 
den Verdrahtungs lei tern 22 auf dem Film 16 hergestellt. 

Die Gesamtdicke der endgttltijgen gesamten Vorrichtung kann 2 bis 
3 mm betragen, so dafi diese Vorrichtung nur etwas dicker als die 
nach Fig, 12 ist. Die Vorrichtung gemSB diesem Beispiel ist je- 
doch leicht zusammenzusetzen oder auseinanderzunehmen, da die 
elektrische Verbindung durch den elastischen Verbinder 1oo her- 
gestellt wird. 

Die Vorrichtung der Fig. 13 wird beispielsweise an einer ausge- 
schnittenen (ausgenommenen) Stelle eines (nicht gezeigten) ge- 
druckten Substrats installiert und durch TrSger 24 elektriseh 
mit einem gedruckten Substrat verbunden. Eine isolierende Harz- 
schicht 1o1 dient dem Schutz der RUckseite der Vorrichtungen 19 
und 21 gegen Feuchtigkeit oder verunreinigendes Gas. 



809837/0 889 



2-810054 . 

Ein wei teres Beispiel der vorliegenden Erfindung 1st in Fig. 14 
gezeigt. Eine Halbleitervorrichtung 19 und eine elektronische 
Vorrichtung 1 1 1 anderer Art sind durch eine Bef estigungsschicht 
17 auf derselben OberflSche eines Harzfilms 16 befestigt, und 
deren elektrische Verbindungen zu den Verdrahtungsleitern sind 
dadurch hergestellt, daB die Anschltisse der Halbleitervorrichtung 
19 und der elektronischen Telle 111 durch eine Metallschicht ver- 
bunden sind, die durch im Film 16 gebildete Durchgangslocher hin- 
durch gebildet 1st. Die Erzeugung der Metallschicht durch die 
Durchgangsl5cher hindurch wird wah rend des Herstellungsvorgangs 
des Verdrahtungsmusters auf dem Harzfilm 16 durchgefflhrt. Wenn 
die Elektroden von Chipwiderstanden der elektronischen Telle einer 
Tauchlotung ausgesetzt werden, besteht die Wahrscheinlichkeit, 
daB das Lot aus den Durchgangslochern des Harzfilms 16 flieflt 
und die Verdrahtungsleiter 22 elektrisch kurzschlieBt, wShrend 
die Temperatur der Vorrichtung beim spSteren Vorgang des thermi- 
schen Bef estigens der elektronischen Telle auf einer Bef estigungs- 
schicht 17 auf 25o bis 35o°C erhoht ist. 

Dieses Problem kann man tiberwinden durch Verwendung einer in 
Fig. 14 gezeigten modif izierten Struktur. Bei dieser sind die 
elektronische Vorrichtung 19 und Metallbl5cke 11o, beispielsweise 
goldplattiertes Ni oder goldplattiertes Cu, auf der Bef estigungs- 
schicht 17 befostigt, und die grSfieren Telle 111 werden unter 
Verwendung einer Lotschicht 112 an die Metallblocke 11o angelotet. 
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Die Metallbldcke 11o sind so ausgewShlt, dafi sie sich leicht und 
stabil an der Befestigungsschicht 17 befestigen lassen. Durch 
Verwendung eines solchen MetallblScke 11o zwischen den Elektroden 
114 der elektronischen Teile 111 und dem sich durch die Durch- 
gangslficher 18 erstreckenden Teil der Metallschicht 22 wird ver- 
hindert, daB Lot 112 durch die DurchgangslScher 18 aufwSrts zu 
den Verdrahtungsleitern 22 flieBt. Bei dieser Struktur kSnnen 
die Metallblocke 11o gut an elektronischen Teilen festgebondet 
werden, selbst fttr einige Arten elektronischer Teile , die sich 
schwer an der Befestigungsschicht 17 befestigen lassen, und es 
1st eine starke, haltbare Installation m5glich. Falls erforder- 
lich, kann die Elektrode 114 des Chipwider stands durch L6ten am 

VersteifungstrSger 24 befestigt werden. 

i 

SchlieBlich wird die Erfindung durch ein Beispiel erlautert, das 
eine Anwendung f ttr eine Vorrichtung des Flip-Chip-Typs beim 
drahtlosen BondungsprozeB darstellt. Die vorliegende Erfindung 
ist auch wirkungsvoll bei der Anwendung fUr eine Flip-Chip-Vor- 
richtung. 

GemMB Fig. 15 (a) ist eine Halbleitervorrichtung 19 auf die Be- 
festigungsschicht 17 gebondet, die auf einer OberflSche des 
mehrere DurchgangslScher 18 aufweisenden Harzfilms 16 befestigt 
ist. Die Halbleitervorrichtung 19 ist so angeordnet, daB bestimm- 



809837/0889 



28 10054 

te Elektroden 2o von ihr auf vorbestimmte, entsprechende Durch- 
gangslOcher 18 treffen. 

Nach der Erzeugung von Verdrahtungsleitem 122 eines bestimmten 
Musters auf dem Harzfilm 16 (Fig. 15 (b) ) wird die gesamte Ober- 
flache des Harzfilms 16 mit einer Metallplatte 12o bedeckt, wie 
es Fig. 15 (c) zeigt. 

Dann wird unter Verwendung der Halbleitervorrichtung 19 als Xt«- 
maske eine Plasmaatzung mit einem aufwarts gerichteten Plasma aus- 
geftihrt, um den Film 16 und die Befestigungsschicht 17 dort, wo 
sie nicht von der Halbleitervorrichtung 19 bedeckt sind, zu ent- 
fernen. Nach der Plasmaatzung bleiben die Verdrahtungsmetall- 
schichten 122 zurCIck, und daher sind der aufleren Vertindung die- 
nende Zuleitungsverdrahtungen 122, die slch von der Vorrichtung 
aus nach auflen erstrecken, gebildet, wie es Fig. 15 (d) zeigt. 

Bei der Methode nach Fig. 15 wird das Xtzen des Harzfilms 16 
und der Befestigungsschicht 17 unter Verwendung der Halbleiter- 
vorrichtung 19 als Maske zur Herstellung der auBeren Zuleitungs- 
drahte 122 durchgef Uhrt. Folglich kann der Vorgang der Ktzungen 
zur Bildung der aufleren Zuleitungen und zur Entfernung des Films 
16 und der Schicht 17 vereinfacht werden. Da Uberdies die Halb- 
leitervorrichtung 19 selbst als Xtzmaske verwendet wird, konnen 
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die GrBfle und die Form des zuriickbleibenden Harzfilns 16 und der 
zurttckbleibenden Befestigungsschicht 17 genaue MaBe haben, die 
gleich Oder kleiner sind als die der Halbleitervorrichtung 19. 
Daher kann die vollstSndige Vorrichtung mit ihren Abmessungen 
als sehr kompakte integrierte Schaltung mit AuBenverbindungs- 
elektroden verwendet v/erden. 

Bei der Struktur nach Fig. 15 (d) ist eine Halbleitervorrichtung 
gewfihnlichen Typs verwendbar, und es wird kein . AnschluB auf einer 
AnschluBf ISche gebildet. 
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FIG. 3 
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FIG. 7(a) 



FIG. 7(b) 
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FIG. 7(c) 
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FIG. 7(d) 
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FIG.7(f) 
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FIG. 7(g) 




FIG. 7(h) 




FIG. 7(1) 




ft fl 9 8 < 7 • n H « <5 
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FIG. 10 
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